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PROCEDE PERMETTANT D'OPERER UN CAPTEUR D'IMAGE CMOS 

La presente invention concerne generalement un procede permettant d'operer 
un capteur damage integre. Plus particulierement, la presente invention concerne un 
procede permettant d'operer un capteur d'image integre en technologie CMOS. De 
tels capteurs d'image CMOS sont en particulier destines a la realisation de dispositifs 
5 photographiques et videos integres. 

Grace aux technologies actuelles d'integration, il est possible de realiser sous 
forme integree un dispositif operationnel de prise d'images. Un tel dispositif integre de 
prise d'images incorpore, sur une meme puce, un composant photo-detecteur forme 
d'un ensemble d'elements photo-detecteurs organises typiquement sous forme de 

10 matrice, et un composant de traitement destine a assurer les operations de prise 
d'images et de lecture de reformation capturee par le composant photo-detecteur. 

Traditionnellement, les dispositifs integres de prise d'images font appel a des 
techniques de transfert de charge. Selon ces techniques, des charges photo- 
generees sont collectees et transferees d'une maniere determinee. Les techniques de 

15 transfert de charge les plus communes utilisent des composants CCD ("charge- 
coupled devices") ou des composants CID ("charge injection devices"). Bien que ces 
dispositifs employant ces composants aient trouve de nombreuses applications 
commerciales, ces dispositifs presentent neanmoins de serieux desavantages. En 
particulier, ces composants font appel a des techniques de fabrication non standards, 

20 et en particulier incompatibles avec les processus de fabrication CMOS standards. 
Des tels composants sont done des obstacles, en termes de cout et de facilite de 
fabrication, a Integration totale de capteurs d'images. 

En complement des techniques susmentionnees, un concept a ete developpe 
autour de Putilisation de jonctions p-n semi-conducteurs comme elements photo- 

25 detecteurs, ces jonctions etant communement denommees photodiodes. L'avantage 
essentiel de tels elements est leur parfaite compatibilite avec les processus de 
fabrication CMOS standard. On connatt ainsi de I'art anterieur, notamment du 
document "A Random Access Photodiode Array for Intelligent Image Capture" de Orly 
Yadid-Pecht, Ran Ginosar et Yosi Shacham Diamand, IEEE Transactions On Electron 

30 Devices, Vol. 38, no. 8, aout 1991, pp. 1772-1780, incorpore ici par reference, des 
solutions faisant appel a des' photodiodes comme elements photo-detecteur. 

Ce document decrit ainsi un capteur d'image integre en technologie CMOS 
sous forme d'une unique puce. L'architecture de ce capteur, qui est similaire a celle 
de memoires RAM, est illustree a la figure 1. Ce capteur, indique generalement par la 



reference numerique 1, comporte une matrice 10 de pixels agences en M lignes et N 
colonnes. Cette matrice 10 occupe la majeure partie de la surface du capteur. La 
lecture d'un pixel particulier de la matrice 10 est effectue par I'adressage de la ligne et 
de la colonne correspondantes. A cet effet, le capteur comprend en outre un circuit 
d'adressage de ligne 20 couple aux lignes de la matrice 10 et un bus de sortie 30 
couple aux colonnes de la matrice 10. tous deux commandes par un circuit de 
commande 40. 

Chaque pixel de la matrice 10 possede une structure conforme a Illustration 
de la figure 2A. Ce pixel, indique generalement par la reference numerique 50 dans la 
figure 2A, comporte un element photo-detecteur PD, un premier etage A1 , un moyen 
de stockage C1 et un second etage A2. L'element photo-detecteur PD est forme 
d'une photodiode polarisee inverse qui collecte les electrons photo-generes durant 
une periode dite d'integration. Le premier etage A1 est un circuit de type "sample-and- 
hold" assurant I'echantillonnage. a un temps determine, de la valeur de tension 
presente aux bornes de la photodiode PD. Cette valeur echantillonnee est memorisee 
dans le moyen de stockage C1 qui est typiquement forme d'une capacite. On notera 
que la valeur de la tension stockee sur la capacite C1 depend de la fonction de 
transfert du premier etage A1 et en particulier du rapport entre la valeur de la capacite 
de la photodiode PD et de la capacite de le moyen de stockage C1. Le second etage 
A2 permet quant a lui d'assurer la lecture de la tension echantillonnee memorisee 
dans le moyen de stockage C1. La structure schematiquement decrite dans la figure 
2A permet avantageusement la separation des processus de detection et de lecture. 

Diverses realisations sont envisagees et presentees dans le document de Part 
anterieur susmentionne. La figure 2B montre en particulier I'une de ces realisations 
dans laquelle le pixel 50 comporte la photodiode PD (de type n) polarise inverse et 
cinq transistors M1 a M5 de type n-MOS. Chaque pixel 50 comporte un noeud 
memoire 55 forme d'une capacite (capacite C1) et protege de la lumiere. par exemple 
par une couche de protection metallique. 

Le transistor M1 assure I'initialisation de la photodiode PD a une tension 
determinee avant chaque periode d'integration. Le transistor M2 assure 
I'echantillonnage de la charge accumulee par la photodiode PD et la memorisation du 
signal ainsi echantillonne sur le nceud memoire 55. Ce transistor M2 assure par 
ailleurs un isolement ou decouplage de la photodiode PD et du nceud memoire 55. Le 
transistor M3 assure notamment ('initialisation du nceud memoire 55 a une tension 
determinee. Le transistor M4 est un transistor a "source suiveuse" ("source follower 
transistor") et le transistor M5 est un transistor de selection de ligne et assure, lors du 
processus de lecture, le transfert de la tension du transistor M4 sur un bus de sortie 



-3- 



commun a tous les pixels dans une colonne. Les signaux appliques sur cette structure 
comprennent une tension d'alimentation haute Vqq et une tension d'alimentation 
basse Vss formant masse, un premier signal d'initialisation Tl, un signal 
d'echantillonnage SH, un second signal d'initialisation RST, et un signal de selection 
5 de ligne RSEL. 

Une premiere borne de la photodiode PD est connectee a la masse Vss et 
I'autre borne est connectees aux sources des transistors M1 et M2 dont les grilles 
sont respectivement commandees par les signaux Tl et SH. Les drains des transistors 
M1 , M3 et M4 sont connectes a la tension d'alimentation haute Vdd- Le second signal 

10 d'initialisation RST est applique sur la grille du transistor M3. La source du transistor 
M3, le drain du transistor M2 et la grille du transistor M4 sont connectes ensemble au 
nceud memoire 55 du pixel. La source du transistor M4 est connectee, via le transistor 
de selection de ligne M5, au bus de sortie commun a tous les pixels dans une 
colonne. Le signal de selection de ligne RSEL est applique sur la grille du transistor 

15 M5. 

Un probleme, en terme de performance, rencontre avec la structure du pixel 
50 illustree a la figure 2B reside dans le fait que la charge echantillonnee stockee sur 
le nceud memoire 55 ne reste pas constante durant le processus de lecture. En effet, 
comme cela est decrit dans le document susmentionne, la capacite du nceud memoire 

20 55 se decharge relativement rapidement de par le fait que les charges photo- 
generees sous la photodiode PD ont une duree de vie assez longue pour diffuser 
dans le substrat et venir decharger la capacite du noeud memoire 55 bien que celle-ci 
soit protegee de la lumiere. Ce probleme de diffusion de porteurs de charge est 
d'autant plus prononce que I'intensite de la lumiere sur la zone photosensible du 

25 capteur est elevee. On aura done compris que ce phenomene de diffusion limite 
drastiquement le temps disponible pour permettre une lecture des tensions 
echantillonnees memorisees sur les capacites des pixels. 

Ce probleme limite ainsi les performances du capteur. En particulier, on 
desirera effectuer des expositions globales du capteur, e'est-a-dire exposer 

30 simultanement chaque pixel de la matrice du capteur afin d'obtenir notamment des 
instantanes ou "snapshots" d'une scene dynamique. En pratique, le phenomene de 
diffusion de porteurs de charge susmentionne ne permettra pas une lecture des 
tensions echantillonnees memorisees car ces tensions auront deja sensiblement varie 
entre le moment de la lecture des premiere et derniere lignes de la matrice de pixels. 

35 Un but de la presente invention est ainsi de proposer un procede permettant 

d'operer un capteur d'images CMOS du type susmentionne qui repond au probleme 
de diffusion des porteurs de charge rencontre avec de tels capteurs. 



Un autre but de la presente invention est de proposer un precede permettant 
d'operer un capteur d'image CMOS du type susmentionne qui permette une utilisation 
de ce capteur pour des applications ou le temps d'exposition est determinant car tres 
court. 

5 Encore un autre but de la presente invention est de proposer un procede 

permettant d'operer un capteur d'image CMOS du type susmentionne qui ne 
necessite pas I'utilisation d'un obturateur mecanique. 

Ces buts sont atteints, selon la presente invention, grace au procede dont les 
caracteristiques sont enoncees a la revendication 1. 

1 o Des variantes du procede selon la presente invention font I'objet des 

revendications dependantes. 

Un avantage du procede selon la presente invention reside dans le fait qu'une 
fois que les charges accumulees par la photodiode lors de la periode d'integration ont 
ete echantillonnees et memorisees sur la capacite de stockage de chaque pixel, la 

1 5 tension de la photodiode est directement amenee a sa tension d'initialisation en vue 
de la prochaine acquisition. De la sorte, toute charge photo-generee est capturee ou 
drainee et ne diffuse ainsi pas dans le substrat jusqu'au nceud memoire. Le signal 
echantillonne sur chaque pixel du capteur reste done constant. Le processus de 
lecture de chaque pixel, ligne par ligne, peut alors se derouler conventionnellement 

20 sans qu'aucune etape supplemental d'exposition ne soit necessaire. 

Selon la presente invention, on rend ainsi possible I'utilisation du capteur 
d'image pour des applications ou le temps d'exposition est tres court. On reduit de 
plus grandement la duree totale necessaire a ^exposition et au traitement d'une 
image. On pourra ainsi effectivement parler d'un capteur a obturation globale ou 

25 "global shutter". 

Un autre avantage de la presente invention reside dans le fait que les 
operations d'exposition et de lecture sont rendue entierement independantes. On 
realise en outre effectivement une obturation electronique de sorte que tout moyen 
d'obturation mecanique n'est plus necessaire pour permettre un bon fonctionnement 

30 du dispositif de prise d'image. On reduit ainsi egalement les couts de fabrication de 
ces dispositifs. 

Ces objets, caracteristiques et avantages, ainsi que d'autres, de la presente 
invention apparaitront plus clairement a la lecture de la description detaillee qui suit, 
faite en reference aux dessins annexes donnes a titre d'exemples non limitatifs et 

35 dans lesquels : 

- la figure 1, deja presentee, illustre schematiquement I'architecture 

conventionnelle d'un capteur d'image CMOS, 



- les figures 2A et 2B, deja presentees, illustrent respectivement un schema de 
principe et un schema detaille d'une structure connue d'un pixel du capteur damage 
CMOS de la figure 1, et 

- la figure 3 est un diagramme temporel illustrant, selon la presente invention, 
la sequence de signaux appliques sur la structure du pixel de la figure 2B. 

On decrira maintenant au moyen de la figure 3, le procede selon la presente 
invention permettant d'operer le pixel 50 de la figure 2B. La figure 3 montre ainsi un 
diagramme temporel de revolution des signaux de commande Tl, SH, RST et RSEL 
permettant d'operer la structure de pixel de la figure 2B. On a egalement schematise 
dans cette figure, revolution de la tension V P d de la photodiode PD ainsi que 
revolution de la tension V-i au niveau du noeud memoire 55 du pixel. 

On comprendra que le procede selon la presente invention n'est pas limite a 
I'operation d'une structure telle que la structure illustree a la figure 2B, mais peut-etre 
applique de maniere analogue a tout type de structure se presentant 
schematiquement sous la forme de la structure illustree a la figure 2A, c'est-a-dire une 
structure comportant un element photo-detecteur et un moyen de stockage 
susceptible d'etre couple a I'element photo-detecteur a un instant determine afin de 
produire et memoriser un signal echantillonne representatif des porteurs de charge 
accumules par 1'element photo-detecteur lors de Integration. La structure de la figure 
2B constitue neanmoins une structure simple et particulierement avantageuse. 

On rappellera tout d'abord que le premier signal d'initialisation Tl du transistor 
M1 assure 1'initialisation de la photodiode PD, avant chaque periode d'integration, a 
une tension d'initialisation determinee. Le premier signal d'initialisation Tl est applique 
de maniere globale sur les pixels du capteur, c'est-a-dire que les photodiodes PD de 
tous les pixels du capteur sont simultanement initialisees, au debut de chaque periode 
d'integration, a la tension d'initialisation. 

De meme, le signal d'echantillonnage SH est applique de maniere globale sur 
les pixels du capteur, de sorte que les tensions des photodiodes sont simultanement 
echantillonnees et memorisees sur le noeud memoire 55 des pixels. 

Le second signal d'initialisation RST est applique soit de maniere globale, soit 
ligne par ligne. Comme on le verra ulterieurement en detail, ce second signal 
d'initialisation est tout d'abord applique de maniere globale afin d'initialiser le noeud 
memoire de chaque pixel a une tension d'initialisation determinee, puis, dans une 
phase ulterieure, est applique ligne par ligne lors du processus de lecture. 

Le signal de selection de ligne RSEL est quant a lui applique ligne par ligne 
lors du processus de lecture. 

On peut decomposer le procede selon la presente invention en plusieurs 
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phases successives qui seront chacune decrite ci-apres. Lors d'une premiere phase 
A. dite d'initialisation, ies premier et second signaux d'initialisation Tl et RST sont tous 
deux amener a un niveau de tension positif haut de maniere a initialiser 
respectivement la photodiode PD et le noeud memoire 55 de chaque pixel a une 
5 tension d'initialisation determinee. 

Durant cette premiere phase A, le signal d'echantillonnage SH est a un niveau 
bas tel que le transistor M2 n'est pas conducteur, decouplant ainsi la photodiode PD 
et le noeud memoire 55. De meme, le signal de selection de ligne RSEL est a un 
niveau bas de sorte que le transistor de selection de ligne M5 n'est pas conducteur. 
1 o Les tensions resultantes V PD et V-, sur la photodiode PD et le noeud memoire 

55 respectivement se trouvent done a des niveaux sensiblement egaux a la tension 
d'initialisation determinee. 

Durant une seconde phase B, le premier signal d'initialisation Tl passe a un 
niveau bas rendant le transistor M1 non conducteur. Sous I'effet d'une illumination, les 
1 5 photodiodes PD commencent a se decharger proportionnellement a la quantite de 
lumiere que chacune d'entre elles recoit comme le montre revolution de la tension 
V PD dans la figure 3. On comprendra que le passage du signal d'initialisation Tl d'un 
niveau haut a un niveau bas donne ainsi le depart de I'exposition du capteur a la 
lumiere. C'est le debut de la periode d'integration. 
20 Durant toute cette seconde phase B, le second signal d'initialisation RST est 

maintenu a un niveau tel que la tension du noeud memoire 55 de chaque pixel est 
maintenue a une valeur constante sensiblement egale a la tension d'initialisation 
determinee. 

Au terme de la seconde phase B, le second signal d'initialisation RST passe a 
25 un niveau bas, liberant ainsi le nceud memoire 55. Une troisieme phase C suit alors 
directement ce passage du signal d'initialisation RST d'un niveau haut a un niveau 
bas. Durant cette phase, le signal d'echantillonnage SH passe brievement a un niveau 
haut permettant de rendre le transistor M2 conducteur et permettre ainsi 
I'echantillonnage de la valeur de tension presente sur la photodiode PD et sa 
30 memorisation, via le transistor d'echantillonnage M2, sur le nceud memoire 55. La 
tension V1 du noeud memoire 55 evolue ainsi comme le montre la figure 3. La fin de 
cette troisieme phase C determine done la fin de la duree d'exposition du capteur. En 
effet, a ce stade, le nceud memoire 55 de chaque pixel a memorise une valeur de 
tension representative de la quantite de charges qui ont ete generees sous la 
35 photodiode PD au cours de I'exposition du capteur. 

Brievement apres le repassage du signal d'echantillonnage au niveau bas, le 
premier signal d'initialisation Tl est amene a nouveau a un niveau tel que chaque 
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photodiode est a nouveau initialises a une tension sensiblement egale a la tension 
d'initiaiisation. De la sorte, toute charge qui serait generee sous I'effet de la lumiere au 
niveau de la photodiode est drainee via le transistor M1. La tension echantillonnee 
memorisee sur le noeud memoire de chaque pixel du capteur n'est ainsi pas perturbee 
5 par le phenomene de diffusion de porteurs de charge, de sorte que la tension 
presente a ce nceud memoire reste constante. 

Durant une quatrieme phase D, ou phase de lecture, chaque ligne de pixels du 
capteur peut ainsi etre lue successivement sans courir le risque que la capacite des 
nceuds memoires ne se decharge sous I'effet de charges photo-generees qui 

10 diffuseraient dans le substrat. Durant la quatrieme phase D, chaque ligne est 

adressee successivement afin de permettre la lecture des tensions echantillonnees de 
chaque pixel via le bus de sortie de chaque colonne. Au terme de cette quatrieme 
phase, les signaux sont appliques conformement a la premiere phase d'initialisation A 
et la prochaine operation d'acquisition peut debuter. 

15 Preferablement, cette operation de lecture s'effectue selon une technique 

connue de Thomme du metier sous la denomination "correlated double sampling" ou 
CDS. Selon cette technique connue, Toperation de lecture de chaque ligne se 
decompose en une premiere phase de lecture de la tension presente sur les nceuds 
memoires des pixels dans une ligne suivie d'une secoride phase de lecture durant 

20 laquelle les nceuds memoires des pixels dans la ligne sont reinitialises. Un signal 
forme de la difference entre la tension echantillonnee mesuree et la tension 
d'initiaiisation du noeud memoire est alors produit pour chaque pixel. Cette technique 
permet la suppression du "bruit stable" ou "fixed pattern noise", c'est-a-dire la 
suppression du bruit present sur chaque pixel du capteur et qui est du aux legeres 

25 differences de sensibilite qui peuvent exister entre les pixels. Comme le montre la 
figure 3, tant le signal de selection de ligne RSEL que le second signal d'initialisation 
RST sont ainsi appliques ligne par ligne durant la quatrieme phase D. 

On comprendra done que selon la presente invention, tous les pixels sont 
exposes simultanement et que la lecture peut ensuite etre effectuee ligne par ligne 

30 sans risque que Tinformation echantillonnee soit degradee par le phenomene de 
diffusion de porteurs de charge. Le capteur d'image CMOS opere selon la presente 
invention fonctionne ainsi a la maniere d'un dispositif photographique disposant d'un 
obturateur mecanique. En quelque sorte, les transistors d'echantillonnage M2 
remplissent ensemble la fonction d f un obturateur electronique. 

35 Au titre d r amelioration contre le phenomene de diffusion de porteur de charge, 

il est preferable de faire appel a des photodiodes de type n-well, e'est-a-dire des 
photodiodes formees dans des caissons de type n. Cette structure offre Tavantage de 
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constituer un meilleur obstacle a la diffusion de porteurs de charge qu'une structure 
de photodiode formee conventionnellement, par exernple d'une simple region de 
diffusion de type n. 

De nombreuses modifications et/ou ameliorations de la presente invention # 
5 peuvent etre envisagees sans sortir du cadre de 1'invention definie par les 

revendications annexees. En particulier, la structure du pixel utilisee a titre d'exemple 
pour illustrer le procede selon la presente invention pourrait dans le principe etre 
realisee au moyen d'une technologie p-mos complementaire ou le cas echeant 
comprendre des transistors additionnels. On comprendra par exernple que le 
10 transistor d'echantillonnage M2 a essentiellement pour role de decoupler la 

photodiode et le noeud memoire du pixel et que d'autres agencements peuvent etre 
prevus pour remplir cette fonction. 
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REVEND1CATIONS 

1 . Procede permettant d'operer un capteur damage CMOS comportant une 
matrice de pixels (50) agences en une pluralite de lignes et de colonnes, chacun 
desdits pixels (50) comportant un element photo-detecteur (PD) accumulant des 
porteurs de charge en proportion de son illumination et un moyen de stockage (C1 t 
5 55) susceptible d'etre couple au dit element photo-detecteur (PD) a un instant 

determine afin de produire un signal echantillonne representatif desdits porteurs de 
charge accumules par ledit element photo-detecteur (PD), ledit moyen de stockage 
(C1, 55) etant destine a assurer une memorisation en vue d'une lecture dudit signal 
echantillonne, 

10 caracterise en ce que, lors d'une lecture dudit signal echantillonne, memorise 

sur ledit moyen de stockage (C1, 55), ledit element photo-detecteur (PD) est 
maintenu a une tension telle que tout porteur de charge genere par ledit element 
photo-detecteur (PD) est draine et ne perturbe ainsi pas ledit signal echantillonne 
memorise sur ledit moyen de stockage (C1). 

15 2. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce qu'il comporte : 

une premiere phase (A) ou phase d'initialisation durant laquelle ledit 
element photo-detecteur (PD) et ledit moyen de stockage (C1, 55) sont initialises a 
une tension d'initialisation determinee, ledit element photo-detecteur (PD) et ledit 
moyen de stockage (C1 , 55) etant decouples; 

20 - une seconde phase (B) ou phase d'exposition durant laquelle ledit 

element photo-detecteur (PD) est libere de ladite tension d'initialisation et accumule 
des porteurs de charge en proportion de son illumination; 

une troisieme phase (C) ou phase d'echantillonnage durant laquelle ledit 
moyen de stockage, dans un premier temps, est libere de ladite tension d'initialisation, 

25 puis, dans un second temps, est brievement couple au dit element photo-detecteur 
(PD), permettant ainsi la production dudit signal echantillonne et sa memorisation sur 
ledit moyen de stockage (C1 , 55); et 

une quatrieme phase (D) ou phase de lecture durant laquelle ledit 
element photo-detecteur (PD), dans un premier temps, est a nouveau initialise a ladite 

30 tension d'initialisation determinee, puis, dans un second temps, la lecture dudit signal 
echantillonne, memorise sur ledit moyen de stockage (C1, 55), est operee. 

3. Procede selon la revendication 2, dans lequel chaque pixel (50) 
comporte une photodiode (PD) polarisee inverse formant ledit element photo- 
detecteur et au moins un premier, un second et un troisieme transistor MOS (M1, M2, 

35 M3), ladite photodiode (PD) etant connectee, d'une part, a une premiere tension 
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d'alimentation et, d'autre part, aux sources desdits premier et second transistors (M1 , 
M2), ies drains desdits premier et troisieme transistors (M1 , M3) etant connectes a 
une seconde tension d'alimentation, le drain dudit second transistor (M2) et la source 
dudit troisieme transistor (M3) etant connectes ensemble et formant un noeud 
5 memoire (55) dudit moyen de stockage (C1), 
caracterise en ce que : 

durant ladite premiere phase (A), un premier signal d'initialisation (Tl) et 
un second signal d'initialisation (RST) appliques respectivement sur la grille desdits 
premier et troisieme transistors (M1, M3) de chaque pixel sont amenes a des niveaux 
10 tels que, respectivement, ladite photodiode (PD) et ledit nceud memoire (55) sont 
initialises a une tension d'initialisation determinee, un signal de commande (SH) 
applique sur la grille dudit second transistor (M2) de chaque pixel etant amene a un 
niveau tel que ladite photodiode (PD) et ledit noeud memoire (55) sont decouples; 

durant ladite seconde phase (B), ledit premier signal d'initialisation (Tl) 
15 est amene a un niveau tel que ladite photodiode (PD) est liberee de ladite tension 
d'initialisation et accumule des porteurs de charge en proportion de son illumination; 

durant ladite troisieme phase (C), ledit second signal d'initialisation 
(RST), dans un premier temps, est amene a un niveau tel que ledit nceud memoire 
(55) est libere de ladite tension d'initialisation, et ledit signal de commande (SH), dans 
20 un second temps, est brievement amene a un niveau tel que ladite photodiode et ledit 
nceud memoire sont couples, permettant ainsi la production dudit signal echantillonne 
et sa memorisation sur ledit nceud memoire (55); et 

durant ladite quatrieme phase (D), ledit premier signal d'initialisation (Tl), 
dans un premier temps, est amene a un niveau tel que ladite photodiode (PD) est a 
25 nouveau initialisee a ladite tension d'initialisation determinee, et la lecture dudit signal 
echantillonne, memorise sur ledit noeud memoire (55), est operee. 

4. Procede selon la revendication 3 dans lequel chaque pixel (50) comporte 
en outre des quatrieme et cinquieme transistors MOS (M4, M5), la grille, le drain et la 
source dudit quatrieme transistor (M4) etant respectivement connectes au dit noeud 
30 memoire (55), a ladite second tension d'alimentation, et au drain dudit cinquieme 
transistor (M5), la source dudit cinquieme transistor (M5) fournissant un signal 
representatif du signal echantillonne present sur ledit nceud memoire (55) lorsqu'un 
signal de selection de ligne (RSEL) est applique sur la grille dudit cinquieme transistor 
(M5), 

35 caracterise en ce que, durant ladite quatrieme phase (D), chaque ligne de 

pixels est adressee successivement de maniere a permettre la lecture des signaux 
echantillonnes presents sur Ies nceuds memoire (55) de tous Ies pixels dans une 
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ligne. 

5. Procede selon ia revendication 4, caracterise en ce que, suite a chaque 
lecture d'une ligne de pixels lors de ladite quatrieme phase, ledit second signal 
d'initialisation (RST) applique a chaque troisieme transistor (M3) dans cette ligne de 
5 pixels est amene a un niveau tel que chaque nceud memoire (55) dans cette ligne de 
pixels est a nouveau initialise a ladite tension d'initialisation determine, le signal alors 
present sur chaque noeud memoire (55) dans la ligne de pixels etant utilise pour 
produire un signal representatif de la difference entre le signal present sur chaque 
nceud memoire (55) avant et apres ('initialisation. 
10 6. Procede selon Tune quelconque des revendications 3 a 5, caracterise en 

ce que la photodiode (PD) est formee dans un caisson de type n et en ce que lesdits 
transistors (M1 a M3; M1 a M5) sont des transistors n-MOS. 

7. Procede selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracterise en ce que ledit moyen de stockage (C1) est forme d'une capacite 
15 protegee de la lumiere par une couche metallique. 
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ABREGE 

PROCEDE PERMETTANT D'OPERER UN CAPTEUR D 'IMAGE CMOS 

La presente invention concerne un procede permettant d'operer un capteur 
d'image CMOS comportant une matrice de pixels (50) agences en une pluralite de 
lignes et de colonnes, chacun desdits pixels comportant un element photo-detecteur 
(PD) accumulant des porteurs de charge en proportion de son illumination et un 
moyen de stockage (C1, 55) susceptible d'etre couple a I'element photo-detecteur a 
un instant determine afin de produire un signal echantillonne representatif des 
porteurs de charge accumules par I'element photo-detecteur, le moyen de stockage 
(C1 , 55) etant destine a assurer une memorisation en vue d'une lecture du signal 
echantillonne. 

Selon la presente invention, lors d'une lecture dudit signal echantillonne, 
memorise sur le moyen de stockage, I'element photo-detecteur est maintenu a une 
tension telle que tout porteur de charge genere par celui-ci est draine et ne perturbe 
ainsi pas le signal echantillonne memorise sur le moyen de stockage. 

Selon la presente invention, on repond ainsi au probleme de diffusion des 
porteurs de charge typiquement rencontre avec de tels capteurs lorsque ceux-ci sont 
operes selon des techniques conventionnelles. Ce procede permet en particulier une 
utilisation d'un tel capteur pour des applications ou le temps d'exposition d'une image 
est determinant car tres court. 
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